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题目：千兆赫片上互联单壁纳米碳管电分析 

概要：在未来的高频系统芯片，特别是片上网络的设计中，知识产权模块之间的联系至为关键，而单壁纳

米碳管则是其中一种很有前景的纳米结构。电路及系统尺寸的不断缩减限制了对 1000 GH 级别高频

信号特征的利用。本文针对不同结构构型的单壁纳米碳管，对高质量互联中四项重要的四项电参数

——阻抗，传播常量，电流密度以及信号延时进行了推导。每个参数均表现出了对其设计互联频率

范围和构型的强相关性。与现有理论和实验结果相比，本文所提出的模型在解决下一代高速集成电

路互联问题上有其新颖性。 
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